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１．概要（Summary） 
グラフェンは，室温において約100,000 cm2/Vsの高い

移動度や 109 A/cm2以上の電流密度耐性など優れた特
性を有しており，次世代の電子デバイスへの応用が期待
されている。グラフェンの作製手法として SiCの熱分解に
より，その表面上にグラフェンをエピタキシャルに形成する
方法が知られているが，グラフェン成長後の SiC基板表
面にはピットや凹凸が形成され，グラフェンの層数も場所
により不均一に分布するのが一般的である。そこで本研
究では，テラス一面にわたる均一な単層グラフェンを得る
ことを目指し，SiC(0001)面上でのグラフェンの成長過程
を超高真空走査電子顕微鏡(UHV-SEM)および走査トン
ネル顕微鏡(STM)によるその場観察を行うことにより，均
一な単層グラフェンを得る条件を見出した。 

 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
レーザー描画装置，RIEエッチング装置 

【実験方法】 
グラフェン形成に用いた SiC基板は，単結晶 n型

6H-SiC(0001)である。表面の観察場所を特定する目印
とするために SiC(0001)表面をレーザーリソグラフィーお
よび反応性エッチングによりパターンを形成した。熱分解
前に，0.1気圧水素雰囲気で SiC基板を通電加熱するこ
とにより表面の酸化物を除去した。SiCの熱分解は１気圧
の Arガス中で 1300から 1600ºCの範囲で行なった。熱
処理時間 15分毎に SiC基板をUHV-SEM/STM観察
室に大気に晒すことなく移送して，SiC表面の構造変化
を観察した。 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

1気圧Ar 雰囲気で1400ºCに基板を加熱することによ
り，表面のステップバンチングが起こり，幅広い（約 4m
幅）テラスが形成された。この後，1気圧Ar 中で 1550ºC

で加熱することによってグラフェンを成長させた。Fig.1 は，
単層グラフェンが成長する過程を表面上の同じ場所で撮
影した SEM写真である。明るいコントラストを示す領域は
バッファー層と呼ばれる SiC と共有結合した炭素の層で
あり，暗い領域がグラフェン（下にはバッファー層が存在）
である。ステップ端からグラフェンの成長が始まり(Fig.1 a)，
グラフェンの成長が更に進んでテラスの中央を越えると，
バッファー層が“指”の形で残る(Fig.1 b)。その後，グラフ
ェン領域の最前線が次のステップ端に達すると，“指”形バ
ッファー層は縮まり消滅した(Figs.1 c, d)。テラス上に成
長した単層グラフェンの STM像(Fig. 2)には，モアレパタ
ーンが明瞭に広がっており，グレイン境界は観察されなか
った。 
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   Fig. 1 A sequential series of SEM images of 

   graphene growth.  

 

  Fig. 2 STM image (800 800 nm) of monolayer   

  graphene.  The insert is an enlarged image  

  (50 50 nm). 


